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内容概要

《半导体物理学》比较全面地介绍了有关半导体物理原理的基础知识。

内容包括：半导体中电子的运动状态，统计原理，在电磁场以及在有温差时的各种输运过程，光吸收
和光电导的现象，非平衡载流子的运动，表面和接触的现象，pn结的原理。

虽然《半导体物理学》的主要对象是综合大学物理专业的学生，但是在内容的具体选择和叙述上都力
求做到能供更为广泛的半导体技术工作者参考。
只要是有相当于一般理工科大学基础的读者，《半导体物理学》的绝大部分内容就可以阅读。
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书籍目录

《半导体科学与技术丛书》出版说明重印前言序第一章 半导体中的电子状态§1. 能带的形成§2. 电子
在外力下的运动和有效质量§3. 导带、满带和空穴§4. 杂质和缺陷能级第一章参考文献第二章 电子和
空穴的统计分布§5. 费米能级和电子的统计分布§6. 本征激发和杂质电离§7. 普遍情况下统计分布的
分析§8. 载流子的简并化§9. 化学势和质量作用定律第二章参考文献第三章 电磁场中的迁移现象§10. 
载流子的散射§11. 电导的简单分析§12. 霍尔效应的简单分析§13. 简单分析的局限性和结果的修正
§14. 电导率的统计理论§15. 迁移率§16. 一种载流子霍尔效应的统计理论§17. 两种载流子的霍尔系
数§18. 半导体的磁阻§19. 实验结果与半导体某些物理量的测定§20. 低温的霍尔效应和电导第三章参
考文献第四章 半导体的热导率、温差电现象和热磁效应§21. 热传导§22. 温差电现象的一般描述和热
力学关系§23. 半导体的温差电动势率§24. 电能与热能的转换,温差电发电机,制冷器与发热器§25. 热
磁效应第四章参考文献第五章 非平衡载流子§26. 少数载流子的注入和检验§27. 寿命和测量方法§28. 
非平衡载流子的扩散§29. 光扩散电势差和光磁效应§30. 表面对寿命的影响§31. 非平衡载流子的漂移
和扩散§32. 复合过程的性质和直接复合的理论§33. 复合中心理论§34. 陷阱效应第五章参考文献第六
章 半导体表面§35. 外电场(或附着电荷)和表面势§36. 功函数和接触电势§37. 表面电导和场效应§38.
表面能级§39. 表面结构和表面过程的弛豫现象第六章参考文献第七章 半导体和金属的接触§40. 接触
势垒§41. 扩散理论和伏-安特性曲线§42. 两极管理论§43. 理论的检验和修正§44. 阻挡层中非平衡载
流子效应第七章参考文献第八章 pn结§45. pn结的势垒和伏-安特性§46. pn结的电容§47. 电击穿现象
第八章参考文献第九章 半导体中光的吸收§48. 本征吸收§49. 其他的吸收过程§50. 晶格振动对电子跃
迁的影响第九章参考文献第十章 光电导§51. 半导体的光电导§52. 直线性和抛物线性光电导§53. 复合
和陷阱作用§54. 本征光电导的光谱分布§55. 杂质光电导第十章参考文献附录I.元素周期表II.物理常
数III.半导体数据IV.各种能量及其相应温度、相应波长的数量级V.单位变换《半导体科学与技术丛书》
已出版书目
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章节摘录

第一章  半导体中的电子状态 在本章中，我们将简单地介绍，在半导体里面，一个电子可以处于怎样
的状态，能以什么方式运动。
严格地说，在半导体这样包含电子数目众多的系统中，电子的运动是相互牵制的，不可能只讨论单独
一个电子的运动。
但是我们知道，虽然一个原子也有许多电子，我们却还是可以近似地认为，每一个电子都遵循着确定
的量子化了的“轨道”而运动（电子的相互作用只表现在一个电子的轨道是与其他电子所产生的平均
作用有关的）。
目前关于半导体的了解，也是以完全类似的近似考虑为基础的。
这种由单个电子运动的概念出发所建立起来的理论常称为能带论。
经验证明，根据能带论，我们能够适当地阐明绝大多数有关半导体中电子运动的现象。
能带论是在约三十年前把量子力学的原理用于研究和阐明金属的电子运动的过程之中逐渐形成的，此
后又成为建立半导体理论的基础。
特别是在最近几年，半导体物理研究的深入发展更为能带论提供了进一步的认识。
 在这里，没有必要根据量子理论系统地阐明能带论；我们将只限于提出能带论中对于了解半导体物理
现象所必须的概念和结果。
在这一章中所介绍的基本认识，一方面将成为以后各章分析问题的依据，另一方面也将在以后所讨论
的各种现象中获得直接的实验证实。
1  能带的形成[1] 半导体和其他固体一样，是由紧紧相挨着的原子周期地重复排列而成的。
这种周期性的原子排列，常称为晶格（晶体）。
晶体中的电子状态和在原子中有所不同，特别是原子的外层电子有了显著的变化；但是同时晶体中的
电子又保留着不少原来它们在原子中的特征。
所以，由原子结合成晶体的过程来说明半导体中电子的状态，将有助于我们认识到两者间的有机联系
。
我们知道，在原子中电子分列在内外许多层轨道上，每层的轨道对应于确定的能量。
当原子和原子相互接近而形成晶体时，不同原子的电子轨道相互有了一定的交叠。
我们应当知道，在原子中电子的所谓轨道并不像在经典运动中，有一个确定的轨迹，量子化轨道实际
上只是说，电子是以一定的几率出现在各处；譬如，所谓内层轨道，指电子出现的几率更集中于原子
核附近；而外层轨道，则指电子出现的几率更靠近于外围区域。
关于这点可参见图1。
1所示在氢原子中各层可能轨道中电子的几率分布情况。
所以，当原子接近时，内外各层轨道都有不同程度的交叠；当然，由于电子轨道间的重叠，在晶征有
时称为电子的共有化。
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编辑推荐

《半导体物理学》为黄昆与谢希德在1958年撰写，是中国半导体领域最早的一本专门著作，也是代表
当时国际上学术研究前沿水平的著作。
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